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Opis:

Celem jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badan defektéw punktowych w krysztatach azotku
galu (GaN) o wysokiej jakosci strukturalnej wzrastanych amonotermalnie i z fazy gazowej (halide
vapor phase epitaxy; HVPE). Badane bedg zaréwno krysztaty nieintencjonalnie, jak i intencjonalnie
domieszkowane donorami i akceptorami. Zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie defektéw
punktowych w krysztatach objetosciowych GaN. Zastosowanych zostanie wiele technik
charakteryzacyjnych: zalezne od temperatury pomiary efektu Halla, niestacjonarna spektroskopia
fotopragdowa o duzej rozdzielczosci, niestacjonarna spektroskopia gtebokich poziomdw,
spektroskopia w podczerwieni z transformacjg Fouriera, fotoluminescencja i bezkontaktowa
spektroskopia odbiciowa. Koncentracja domieszek bedzie mierzona metodg spektrometrii mas jonéw
wtérnych. Zidentyfikowane zostang rodzime defekty punktowe i oszacowane ich koncentracje w
krysztatach. Zbadany zostanie wptyw defektéw punktowych na witasciwosci elektryczne i optyczne
oraz mechanizmy kompensacyjne. Wszystkie wyniki eksperymentéw zostang opisane za pomoca
obliczen opartych na rozwigzaniach réwnania neutralnosci elektrycznej. Projekt dostarczy wielu
cennych informacji na temat warunkéw powstawania defektéw punktowych, weryfikacji pozycji
poziomoéw energii znanych z obliczeA ab initio oraz interakcji z domieszkami wprowadzanymi
intencjonalnie i nieintencjonalnie.

Cel projektu:

Celem projektu jest identyfikacja i analiza iloSciowa defektdw punktowych w objetosciowych
krysztatach azotku galu (GaN) wzrastanych metodq amonotermalng i z fazy gazowej. Okreslony
zostanie rodzaj defektéw punktowych w objetosciowym GaN, entalpia ich formacji, poziomy energii
i interakcje z intencjonalnie i nieintencjonalnie wprowadzanymi domieszkami. Badania opierad sie
beda na réznych uzupetniajgcych sie technikach eksperymentalnych.

Wymagania:

- ukonczone studia wyzsze (mgr) na kierunku: fizyka, chemia, inzynieria materiatowa, elektronika lub
pochodne

- znajomosc jezyka angielskiego

- podstawowa wiedza o potprzewodnikach azotkowych i metodach ich krystalizacji oraz
przygotowania krysztatu do form podtoza



